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I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
' Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benchts als y^spmngZ/cA? 
eingereicht" and sind Ihm nictit belgefQgt, weil sie l<eine Anderungen enthalten (Regain 70. 16 and 70. 17)): 



Beschreibung, Seiten 

1.20 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspriiche, Nr. 

1 .1 9 eingegangen am 1 5.09.2004 mit Schreiben vom 1 4.09.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/8-8/8 in d©r ursprunglich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
* die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist. zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 

unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□. die Veraffentllchungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vori^ufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
" Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Fomn enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Fomn eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtrSglich in schriftlicher Fomn eingereicht worden ist 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nlcht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Infonnationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgmnd der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AVispruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Benefit 
beizufugen ) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-19 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 -1 9 

Nein: Anspruche 

Gewerbllche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-19 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Belblatt 
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Der neu eingereichte unabhangige Anspruch 1 betrifft einen Ansteuertransistor in 
einem Speicherzellenfeld nnit nur einer einen Steuerbereich enthaltenden 
Vertiefung und mit einer Oberflachenverbindung zu dem offnungsfemen 
Anschlussbereich. Dessen Herstellungsverfahren ist auch im Anspruch 13 
beansprucht. 

Ausgehend von Dokunnent D1 ist es nicht naheliegend, daB ein Feldeffekt- 
transistor mit nur einer einen Steuerbereich enthaltenden Vertiefung (und 
nicht mit einer Mehrzahl Vertiefungen mit parallel geschalteten Steuer- und 
Anschlussbereichen wie in D1) und mit einer Oberflachenverbindung zu dem 
offnungsfemen Anschlussbereich eine weitere effektive Platzeinsparung 
hervorrufen wiirde und trotzdem gleichzeitig einen ausreichend niedrigen ON- 
Widerstand fur Speicheranwendungen anbieten wurde. 

D3 betrifft auch einen Ansteuertransistor fur ein Speicherzellenfeld mit nur einer 
einen Steuerbereich enthaltenden Vertiefung, aber mit beiden Anschluss- 
bereichen an der Substratoberflache. 

Ausgehend von Dokument D3, gibt es keinen AnIaB, den im Dokument D1 
vorgeschlagenen zusatzlichen Aufwand fur das "vergrabene" Drain und die 
Kontaktierung des Drains durchzufuhren, well mit einer Platzeinsparung ohne 
zusatzliche Uberlegung nicht zu rechnen ist. 

Daher sind das beanspruchte Bauelement und dessen Herstellungsverfahren 
gemaB Anspruchen 1 und 13 weder bekannt noch naheliegend in Hinblick auf die 
Dokumente des Recherchenberichtes. 

Die abhangigen Anspruche 2-12 und 14-19 betreffen Ausfuhrungsformen der 
Anspruche 1 und 13 und sind daher auch neu und erfinderisch. 
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Patentansprtiche 

1. Feldeffekttransistor (222), 

mit einem entlang einer Vertiefung (72) angeordneten dotierten 
Kanalbereich, 

mit einem einer Offnung der Vertiefung (72) nahen dotierten 
Anschlussbereich (16) , 

mit einem in der Vertiefung (72) angeordneten Steuerbereich 
(172), 

und mit einem elektrischen Isolierbereich (17 0) zwischen dem 
Steuerbereich (172) und dem Kanalbereich, 

wobei der Feldeffekttransistor (222) ein Ansteuertransistor an 
einer Wortleitung (272, 288) oder an einer Bitleitung (296) 
eines Speicherzellenf eldes (230) ist, 

wobei der Feldeffekttransistor (222) nur eine Vertiefung (72) 
enthSlt, in der ein Steuerbereich (172) angeordnet ist, 
gekennzeichnet durch einen der Offnung fernen dotierten An- 
schlussbereich (18) , 

wobei der of f nungsf erne Anschlussbereich (18, 54) bis zu einer 
die Offnung enthaltenden OberflSche ftihrt oder mit einer zu 
der Oberflache fuhrenden elektrisch leitenden Verbindung e- 
lektrisch leitend verbunden ist, 

2. Feldeffekttransistor (222) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Anschlussgebiete (16, 18) 
die gleiche Dotierstof f konzentration und Dotierstoffe des 
gleichen Leitungstyps enthalten. 

3. Feldeffekttransistor (222) nach Anspruch 1 oder 2, d a - 
durch gekennzeichnet, dass der Kanalbereich eine 
Lange (1) hat, die mindestens zwei Dritteln der Tiefe der Ver- 
tiefung (72) entspricht. 
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4. Feldeffekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vertiefung ein Graben (72) oder ein Loch ist- 

5. Feldeffekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 
Ansprache, dadurch gekennzeichnet, dass der Ka- 
nalbereich auf beiden Seiten des Grabens (72) oder entlang des 
gesamten Umfangs des Loches liegt. 

6. Feldeffekttransistor (222) nach einem der AnsprOche 1 bis 
Ar dadurch gekennzeichnet, dass der Kanalbe- 
reich nur auf einer Seite des Grabens (7 2) oder nur entlang 
eines Teils des Umfangs des Loches liegt. 

7. Feldeffekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vertiefung (72) far den Steuerbereich und eine mit einem e- 
lektrischen Isoliermaterial gefullte Vertiefung (70, 76) zwi- 
schen dem Feldeffekttransistor (222) und einem benachbarten 
elektrischen Bauelement die gleiche Tiefe haben. 

8. Feldeffekttransistor (222) nach einem der AnsprUche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung 
(72) fiir den Steuerbereich eine kleinere Tiefe als eine mit 
einem elektrischen Isoliermaterial gefullte Vertiefung (70a, 
76a) zwischen dem Feldeffekttransistor (222) und einem benach- 
barten elektronischen Bauelement hat. 

9. Feldeffekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 
Ansprache, dadurch gekennzeichnet, dass der I- 
solierbereich (170) eine Isolierstarke von mindestens 15 nm, 
vorzugsweise von 20 nm hat. 
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10. Feldeffekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 

- Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab- 
stand (1) zwischen den Anschlussbereichen {16, 18) entlang der 
Vertiefung (72) mindestens 0,4 nm betrSgt, 

und/oder dass mindestens ein Anschlussbereich (16, 18) einen 
flachen Dotierprof ilgradienten hat, welcher eine Schaltspan- 
nung mit einem Betrag grofter 9 Volt oder groBer 15 Volt, je- 
doch vorzugsweise kleiner als 30 Volt zulasst. 

11. verwendung des Feldef f ekttransistors (222) nach einem der 
vorhergehenden Ansprtiche als Ansteuerungs trans is tor an einer 
Wortleitung (272, 288) oder einer Bitleitung (296) eines 
Flash-Speichers oder eines EEPROM-Speicherbausteins . 

12. Verwendung des Feldef fekttransistors (222) nach einem der 
vorhergehenden Anspruche zum Schalten einer Spannung mit einem 
Betrag grOfier 9 Volt oder grOBer 15 Volt, vorzugsweise jedoch 
kleiner 30 Volt. 

13. Verfahren zum Herstellen eines Feldef fekttransistors 
(222), insbesondere eines Feldef fekttransistors (222) nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 12, 

mit den ohne Beschrankung diarch die angegebene Reihenfolge 
auszufuhrenden Schritten: 

Bereitstellen eines Tragermaterials (10) mit einer zu prozes- 
sierenden Oberflache, 

Ausbilden eines oberf lachennahen Anschlussbereiches (16) und 
eines oberf lachenfernen Anschlussbereiches (18), 
Ausbilden von mindestens einer Vertiefung (72), welche von dem 
oberfiachennahen Anschlussbereich (16) bis zum oberf lachenfer- 
nen Anschlussbereich (18) oder welche von einem Bereich fUr 
den oberfiachennahen Anschlussbereich zu einem Bereich fUr den 
oberf lachenfernen Anschlussbereich ftihrt. 
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Erzeugen einer elektrischen Isolierschicht (170) in der Ver- 
tiefung (72), 

Einbringen eines elektrisch leitfahigen Steuerbereiches (172) 
in die Vertiefung (72) 

Verwenden des Feldef f ekttransistor (222) an einer Wortleitung 
(272, 288) Oder einer Bitleitung (296) eines Speicherzellen- 
feldes (230), 

wobei der Feldef f ekttransistor (222) nur eine Vertiefung (72) 
enthait, in der ein Steuerbereich (172) angeordnet ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Ausbilden der Anschlussbereiche vor 
der Ausbilden der Vertiefung und/oder vor dem Fallen der Ver- 
tiefung (72) ausgefuhrt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, gekennzeich- 
net durch den Schritt: 

Ausbilden eines Verbindungsbereiches (54) von dem oberflSchen- 
fernen Anschlussbereich (18) zur OberflSche der Halbleiter- 
schicht (10) . 

16. Verfahren nach einem der AnsprUche 13 bis 15, d a d u r c h 
gekennzeichnet, dass gleichzeitig mit der Vertiefung 

(72) fur den Steuerbereich mindestens eine Isoliervertiefung 

(70, 74, 76) ausgebildet wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Isoliervertiefung (70, 74, 76) mit der 
gleichen Tiefe wie die Vertiefung (72) fur den Steuerbereich 
ausgebildet wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass die Isoliervertiefung (70a, 76a) tiefer 



lnl232WOA06.ClOC, 14.09.04 
PCTyDEO3/01957 



als die Vertiefung (72a) ftir den Steuerbereich ausgebildet 
wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Isoliervertiefung breiter als die Ver- 
tiefung (72) fur den Steuerbereich zumindest in einem oberen 
Abschnitt ist und dass beide Vertiefungen in einem gemeinsamen 
Atzprozess ausgebildet werden, bei dem breitere Vertiefungen 
erheblich tiefer geStzt werden als schmalere Vertiefungen. 



